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Domaines
But Pédagogique = Microélectronique, physique des semi-conducteurs, matériau...
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Architecture de la Cellule unitaire 1 0 TLM dopé
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inverseurs et 2 portes
Nand.

ocess de fabrications des composants

— Oxydation Humide
Transistors MOS

— F— H Gravure BOE oxyde humide, zone drain source

[ TS pridépét PN ou BN 1050°C 45min

F——_——H Gravure verre de Phosphore/Bore
H———H Diffusion des dopants 1050°C
Variation des longueurs de canal RN T

Varill (V) 200 /div
e e Retrait Oxyde Humide sur zone du canal
Circuit inverseur

Diodes PN Capa Diodes

Transistors MOS latérales mos Shottky

Motifs d’alignement utilisés pour la
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Courbe de transfert mesurée avec un
Agilent B1500 (V5)=0.5V
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Caractérisation électrique en o -
C(V), de la capa MOS avec s
Agilent B1500.

Capa MOS utilisant I'oxyde de grille du transistor e &
\_ (80nm @1050°C).
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Détermination au
transistor confocale
de la longueur des
résistances
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Caractérisation électrique, de la diode
ﬂ ﬁ verticale en polarisant un drain ou source du

transistor et le substrat par la face arriére du
Caractérisation | wafer
électrique, vue au |
microscope et vue I |
en coupe de la é
Zone de test TLM Mesure au B1500 des résistances et diode latérale
détermination graphique de la

résistance de contact et de la résistivité
SR du dopage.
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Caractérisation électrique, vue au microscope et vue en
coupe de la diode Shottky Si/Au




